|

TRANZYSTORY n-p-n
3 BF180, BF181, BF200

Tranzystory krzemowe planarne malej mocy bardzo wiel-
kiej czestotliwo$ci.

Tranzystor BF180 jest przeznaczony do stosowania w re-
gulacyjnyeh stopniach wzmacniaczy UHF w glowicach
telewizyjnych.

Tranzystor BF181 jest przeznaczony do stosowania w za-
kresie UHF w stopniach mieszacza i oscylatora w glowi-
cach telewizyjnych.

Tranzystor BF200 jest przeznaczony do stosowania w re~
gulacyjnych stopniach wzmacniaczy VHF w glowicach
telewizyjnych.

min 127

40,407
0,308

Tranzystor w obudowie metalowej TOT72(CE25)

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-baza Ucso 30 v
Napiecie kolektor-

-emiter Ucgg 20 ' v
Napiecie emiter-baza  Ugmo 3 v
Prad kolektora Ic 20 mA
Moc catkowita

przy tamos = 298 K

25°C) Piot 150 mw

przy tease = 208 K

(25°C) Peot 375 mW
Temperatura zlgcza ty 448 K

175 °C)
Zakres temperatury .
sktadowania tstg 218...448 K
(—55...+175 °C)
Parametry termiczne
Rezystancja termiczna
zlacze-otoczenie Ring-op <1000 K/W
zlacze-obudowa Ring-o <400 K/W
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TRANZYSTOR BF180
Parametry statyczne

przy tams = 298K

(25°C) min. typ.
Prad zerowy

kolektor-baza

przy Ucso =20V Icmo —_ 10 100 nA
Napiecie przebicia

kolektor-baza

przy Ic = 10pA
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy Ic = 2mA
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Ix = 10 pA
Wspblezynnik wzmoc-

nienia prgdowego

przy Ic = 2 mA,

Ucg =10V he1e 15 45 — —_

przy Ic = 12mA, .

Uce=1V Rz 6 — - -_
Napiecie state miedzy

baza a emiterem

przy Ic = 2mA,

UCE =10V UBE -— 0,75 —_ v

maks

Uprces 30 - — — \

Upsrcer 20 — —_ v

UsryeBs 3 — — v

Parametry dynamiczne

przy temo = 298K
(25°C) min, _typ.
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy Ic = 2mA,
Uce=10V,
f =100 MHz fr 500~ 650 850
Pojemno$§é sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 1mA,
Ucg = 10 V,
f=1MHz Cizes — 0,25 04 pF
Stata czasowa sprze-
' zenia zwrotnego
przy Ic = 2mA,
Uceg = 10 V,
f =50 MHz
Wspétezynnik szumo6w
przy Ic =2maA,
UCE =10 V,
R; =509,
f = 800 MHz F — 5 7 dB

maks.

MHz

Tbb/Cc — _— . 4 Pps
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Wzmocnienie maksy-
malne mocy
przy Ic = 2mA,
Ucz =10 V,
f = 800 MHz
Zakres regulacji
wzmocnienia mocy
przy Ic == 4.8 mA,
UCE =10 V,
f =500 MHz
Konduktancja wej$-
ciowa
przy Ic = 2mA,
Ucg =10V
f = 470 MHz O
f = 800 MHz g11b
Susceptancja wejs-

Grom

AGpy

ciowa

przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f =470 MHz bus
f = 800 MHz b

Admitancja przeno-
szenia wstecz
przy Ic = 2maA,
UCE =10V
f =470 MHz
f = 800 MHz
Faza admitancji prze-
noszenia wstecz
przy Ic = 2mA,
UCE =10V
f = 470 MHz @120
) f = 800 MHz P10
Admitancja przeno-
szenia w przéd
przy Ic = 2mA,
Ucz =10V
f = 470 MHz
f = 800 MHz
Faza admitancji prze-
noszenia w przéd
przy Ic = 2mA,
Ucg =10V
f = 470 MHz G21b
f =800 MHz @b
Konduktancja wyjs-
ciowa
przy Ic = 2mA,
UCE =10V
f =470 MHz Ja2b
f = 800 MHz G22b
Susceptancja wyjs-

[¥ 12|
[¥ 120

[¥ 210
[¥ 21

ciowa

przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f = 470 MHz bagp
f = 800 MHz bagp

TRANZYSTOR BFis8l

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucgy =20V Icpo

min.

12

40

32
17

30
24

420
750

260
260

40
28

85
50

500
800

typ.

10

dB

dB

mS
mS

mS
mS

us

mS
mS

usS
usS

mS
mS

nA

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10 pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 2mA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig =10pA
Wspblczynnik wzmoc-
nienia pragdowego
przy Ic = 2 mA,
UCE =10V
Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2mA,
UCE =10V

Parametry dynamiczne

przy temyv = 298K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna )
przy Ic = 2mA,
UCE =10 V,
§ =100 MHz
Pojemno$¢ sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 1 mA,
Ucg =10 V,
f=1MHz
Stala czasowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Ic = 2mA,
UCE =10 V,
f =50MHz
Konduktancja wej$-
ciowa
przy Ic = 2mA,-
UCE =10V
f = 470 MHz
= 800 MHz
Susceptancja wejs-
ciowa
przy Ic = 2mA,

Uce=10V
= 470 MHz
f =800 MHz

Admitancja przeno-
szenia wstecz
przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f =470 MHz
f = 800 MHz

Faza admitancji prze-
noszenia wstecz
przy Ic = 2maA,

UCE =10V
f = 470 MHz
f = 800 MHz

Admitancja przeno-
szenia w przéd
przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f = 470 MHz
f = 800 MHz

Usrycro

UsrycEo

UsryEBO

hetg

Use

fr

—Ciaes

,
76 Cc

Jub
Q11

buy
bu

[¥ 10|
[¥ 120]

P12b
@120

[¥ 210]
[¥210]

w

20

400

30

0,75

typ.

600

0,3

34
15

31
24

420

780

270
260

40
30

\
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0,4

"w

MHz

pF

ps

mS
mS

mS
mS

mS
mS
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Faza admitancji prze- ) Napiecie state miedzy
noszenia w przod . baza a emiterem
przy Ic = 2 mA, przy Ic = 2mA,
Uce=10V . Uecg=10V Uss - 08 — Vv
f = 470 MHz ©ab —_ 30 —_ o
f = 800 MHz Fatw — 40 - °
Konduktancja wyjs- Parametry dynamiczne
ciowa
przy Ic = 2mA, : przy toms = 298K
Ucg=10V (25°C) min.  typ. maks.
f = 470 MHz gmo-  — 500 —  pS Czestotliwo$é gra- o
f = 800 MHz Gaoo — 1000 — uS niczna -
Susceptancja wyis- przy Ic =3 mA,
ciowa Uceg =10V,
przy Ic = 2maA, f =100 MHz fr 400 500 850 MHz
Ucg=10V Pojemno$é sprzezenia
f = 470 MHz [ — 3 — mS zwrotnego
{f = 800 MHz baob —_ 5 — mS przy Ic = 1mA,
UCE =10 V,
TRANZYSTOR BF200 f=1MHz —Cloes — 0,3 0,4 pF

Wsp6lezynnik szumoéw

- Parametry statyczne przy Ic = 2mA,

Przy tems = 298K Ucp=10V,

(25°C) min. typ. __ maks. Ry =1009,
Prad zerowy - f = 200 MHz F — 3 5 dB
kolektor-baza Maksymalne wzmoc-

przy Ucsy =20V Icho — 10 100 nA nienie mocy
Napiecie przebicia przy Ic = 2mA,

kolektor-baza Ucg=10V,

przy IC =10 [‘-A U(BR)CBQ 30 — - v -f = 200 MHz Gprom - 22 —_— dB
Kolektor-emiter Zakres regulacji

przy Ic = 2mA Uryceo 20 — — v wzmocnienia mocy
Emiter-baza przy Ic =2 mA,

przy Ig=10 }LA U(BR)EBO 3 pu— — v Ueg=10V,

f= 200 MHz AGpy — 45 — dB

Wspbtezynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 3mA,

* Stala czasowa sprze-
zenia zwrotnego

Uep =10V hee 15— —  — przy Ic = 2mA,
przy Ic = 12mA, Uce=10V,
Uce="1TV Ra1e 6 — - - f = 50 MHz ' Cec —  — 6 ps
- 100 8 :
I
[ TR CEIT T/ i
[mW] BF 200 T l i [mA]\BF 200 ) L2 °C
350 ‘ ‘ / 7
\EEEE Ve
300 6 [ —
N ] 5s
/
250 : 5 P
|| | [V 1
200 Fin o) | p d
\ \ / / 60 UA
HE ~ p
150 i ' 3 —
NN I1/
MR N i
ARNGR NN | |
50 | ’\\\ \ : / /I =20/
\\
g Pl \ )
0 40 80 120 t[°C] 200 ) q 8 12 UpelV] 20
Zalezno§é temperaturowa mocy strat Piot = f (£) " Charakterystyka wyjsciowa Ic = f (Uck)
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6187 750
Ic|Br187
B8F200
M4
Uge = 10V
famp = 25°C ’

0

0 0z 04 06 Ug[V] 7

Charakterystyka przej$ciowa Ic = f (Usg)

BF 780
fr| gF 181

F 200
gl

Upg =10V

500 f = 100MHz N
400 g

200 \\

"5 1 Lim4] 0

Zalezno$§¢ czestotliwosci granicznej od pradu kolek-
tora fr = f (I¢)

BF 181
BF182
Br200

hase

{horm)

0’5 i

04

03

02

o'

ar

1 L[m4] 0

Zalezno§é statycznego wspélezynnika wzmocnienia
pradowego (warto$ci wzgledne) od pradu kolektora

harE(normy = fc)

08

BF 180
Br 181

BF 200

[pf] I¢=2mA

famb

=25

06

05

04

03

02

o1

0

0 4

8

17 UglV] 20

Zalezno§é pojemno$ci sprzeZenia zwrotnego od na-

piecia Cyzes = f (Uck)
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2 rgr 0
BF 181
BF 200 Gt -
10
1
Gsot
ms]
Upe=10
3 I = 2mA
tamy=25°C
2 amb
! I3
f\fag]
] 5
7 4
A 3
4+
2
o 4
0 - 00 - fMHZ] 1000

Zalezno§é wspélczynnika szuméw i optymalnej kon-
duktancji Zrédia od czestotliwo§ci F; Gsop: = f(f)

BF 180
m BF 181
BF 200

/[ =2m
Lt fams=25C

G

N

)

/
/

3
%
M.

4,
%

~N
h

N A O

710 100 f/MHz] 1000

Zalezno§¢ admitancji wejSciowej od czestotliwo$ci
g11v; buw; Cuo = F ()

a6p
[a8]| 5F 180 \

2o | L\ et
. \\ b =5°C
\L\
—2 ?:3,\ =2\
ONO =
0
NN

5 TN
—60 \\
-70

0 4 8 17 Lima] 20

Zalezno§¢ zmian wzmocnienia mocy od pradu ko-
lektora. Charakterystyka regulacyjna AGp = f (Ic)

2000

BF 180
BF 181
B8F 200

1

o =T
[Yao! Ip =2m
[us] tamb=25%
Yron

L7 i /

RS

W
100

0 l
4 100 flMHz] 1000

Zalezno$§¢ admitancji przejSciowej wstecz od czesto-
tliwosci [Yigol; @iz = ()

14 Elementy pOlprzewodnikowe
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200 T - Zalezno$¢ admitancji przej$ciowej w przod od cze-
i stotliwosei [Yanl; @uv = (f)
mw BF 200 b
Upg =10V 7
Fon] 55 = zﬁ;;:cc 20/
N b = T~
m$ am ~C
2,
21b N
)
\\
10 AN
AN
N
1
0 100 fimmz] 000
20001 5F g5
BF 181
BF 200
1000 U =107
IC =7mA
[rFe/3 tamy=25C 4
[us]
o/
[\
e,
100 226 .
/ . Con
/ ]
/
// 0
/ v
Zalezno§é admitancji wyjSciowej od czestotliwosci » o1
gar; —Cap=F(f) 7 00 Al 1000
&
PRODUCENT DYSTRYBUTOR
lllll UNITRA ||||| UNITRA
CEMI UNIZET
NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM BIURO ZBYTU SPRZETU
POLPRZEWODNIKOW , TEWA” TELERADIOTECHNICZNEGO
ul. Komarowa 5 ul. Nowogrodzka 50
02-675 Warszawa 00-695 Warszawa
Telefon: 431431 Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813219 Teleks: 813435
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